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【緒言】硫化スズ(II) (SnS)は、太陽光に対して優れた光吸収特性をもつことに加え、構成元素が

安全かつ資源豊富であるため、次世代太陽電池用の材料として期待されている。高い変換効率の

達成には、pn ホモ接合の素子が望まれるが、SnS は n 型化が容易でないため実現されていない。

既報の SnS 太陽電池は p 型 SnS と n 型 CdS や Zn(O,S)などとのヘテロ接合で構成され、その変換

効率は最高でも 4.4%である[1]。近年、我々は S サイトへの Cl のドーピングによる n 型伝導を実

証するとともに[2]、Cl および Br をドーピングした直径 16mm超の n 型 SnS 大型単結晶の育成に

成功した[3]。本研究では、この大型単結晶上に p型薄膜を堆積して pnホモ接合を作製し、その太

陽電池特性を評価した。 

【実験方法】Cl ドープの n 型 SnS 大型単結晶を、Sn を主溶媒と

したフラックス法により作製した。この n型単結晶の(100)劈開面

上に、RFスパッタリング法により直径 1mm、厚さ 270nmの p型

SnS薄膜を 340℃で堆積した。得られた p型および n型 SnS と、

これらからなる pn ホモ接合について、種々の構造・電気物性を

評価した。この pn ホモ接合を用いて Fig. 1 に示す構造の太陽電

池を試作し、キセノン光源を用いて I-V 測定を実施した。 

【結果】Table 1に n型単結晶および p型薄膜の電気特性を、Fig. 

2に得られた pnホモ接合の断面 TEM像を示す。種々の構造評価

と併せ、p型 SnS薄膜は n型単結晶上で成長方向に<100>配向し、

成長面内でも緩やかに配向することが確認された。また、n 型単

結晶/p型薄膜界面には空隙がなく、Cl濃度の変化は急峻であった。

I-V 曲線から求めた変換効率は 1.4%であった。開放電圧が 360mV

と高く、既報のヘテロ接合素子での最高値(372mV [1])と同等であ

ることは、ホモ接合素子の高いポテンシャルを期待させる。 
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Fig. 1 Structure of pn homojunction 

of SnS photovoltaics.  

Fig. 2 Cross-sectional TEM image 

of SnS pn homojunction.  

Table 1 Property of p- and n-type 

SnS used for pn homojunction.  
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